
UKD 621.382.3 

NORMA BRANŻOWA 
BN-72 

Elementy półprzewodnikowe 
3375-16 

ELEMENTY Arkusz 03 
PÓŁPRZEWODNIKOWE T ranzystory typu TG 50, TG 51, TG 52, TG 53, TG 55 

oraz TG 50S, TG 515, TG 525, TG 535, TG 555 

1. Przedmiot normY. Przedmiotem normy są germa
nowe tranzysto~ stopowe p-n-p, do zastosowań po
wszechnego użytku typu 1'G 50, 1'G 51, TG 52, TG 53, 
TG 55 oraz do zastosowań specjalnych typu TG 50S, 
TG 528, TG 51S, TG 538, TG 558, o · danych · cha
rakterystyczo;ych wg załącznika 1. . Tranzystory 
przeznaczone są do pracy we wzmacniaczach śred

niej mocy małej częstotliwości, przetwornicach .arez 
układach przeciwsobD;Yeh. 

Kategoria klimatyczna wg PN-60/T-0455O: 
a) 566 dla. tranzystorow typu TG 50, TG 51, TG52, 

TG 53, TG 55. 
b) 465 dla tranzystorów typu TG 50S, 1'G 51S, 

TG 52S, 1'G 53S, TG 55S. 

2. Przykład oznaczenia 
a) tram:ystora TG 50 o kategorii klimatycznej 566. 

TRANZYSTOR TG 50 566 BN-72/3375-16 ark. 03 

b) tranzystora TG 508 o kategorii klimatycznej 
465. 

TRANZYSTOR TG 50S 465 BB-72/3375-16 ark. 03 

3. W;ym1ar;y traDr.ystora - wg PN-71/~5038t'k.~. 
podstawa B4A, ark. 53: obudowa 04. 

4. Parametn elektr;yczne powinny odpowiadać wy
maganiom podanym w załl\Czn1ku 3. 

5. Klasa illtenU!J1ości uszkodzeń powin.'la odpo
wiadać 1I'1Dl88aniOll wg tabl. 1. 
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Tablica 1 

Badanie. wg Typ Klasa in-
BN-69/3375-06 tranzystora ~wności 

uszkodzei 

5.5.15. Odporność na dlugo- TG 50s, TG 51S 
3 

trwałe suche ciepło TG 52S, TG 53S 
TG 55S 

TG 50, TG 51, 
TG 52, TG 53, 7 

5.5.16. Odporność na dlugo- TG 55 
trwale ci~l. obci~.nie 
elektryczne TG 50S, TG 51S 

TG 52S, TG 53S 5 
TG 55S 

6. '8mlOt1 obciyen1a w badaniu 5.5.16 wg BN-83/ 
3375-06 podano w tabl. 2. 

Tablica 2 

UCB rc 

10 V 17,5 lIlA 

7. Parametr;y elektrYczne mierzone w badAniach 
peWch powinny odpowiadać wymaganiom wg załącz

nika 4. 

8. Spos6b mocowapia. W badaniach 5.5.7 i 5.5.8 
wg BN-69/3375-06 tranzystory powino;y 1:J.yć mooowane 
do stołu wstrząsarki: 

a) sztywno za obudowy dla tranzystor6w do za

stosowań sp8cjalo;ych, 
b) za wyprowadzenia w odległości 5 +1 mm od obu

dowy dla tranzystorow do zastosowań powszechnego 

utytku. 

9. Stopień obostrzenia. W badaniu 5.5.7' i 5.5.8 
wg BN-69/3375-06 dla sposobu mocowania zgodnego z 
S b) dopuszcza się stopień obostrzenia 5 wg PB-6CV 

T-0455O. 

K o N I E C 

Zall\czniki 4 

INfORMACJE DODATKOWE do BN-72/3375-16 ark. 03 

Norma BM-72/3375-16 zawiera nast~pujl\ce ustanowione ar
kuszel 

oraz ASY 345, ASY 358. ASY 36s. ASY 37S 
Arkusz 02 Tranzystory typu Ar 426, Ar 427, Ar 428, Ar 429, 

Ar 430 o~z Ar 426S, Ar, 4278, AF 428s. Ar 4298 Arkusz 01 TraDZ7story typu ASY 34, ASY 35, ASY 36. ASY Yl 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Po/przewodników 
Uałanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemya/u Elektronicznego UN1TRA dnia 23 maja 1972 r. 

jaka norma obowiązująco w zakresie produkcji i obrotu ad dnia 1 stycznia 1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1972 p"Oz. 35) 

WY·DAWNICTWA NORMALIZACYJNE D,uIt. Wyd. Ne,m. W·wa A,k. wyd. 0,70 Nakl.2600 + 50 Zam. 2757/72 Cena zl 3,60 



D4BECRłHłK;ERISTIOZR!TBtRZYSTORÓ. ' TIPQ 
TG, 50. 'l'G51. 'l'G ,'ł2. TG 53. !G 55 Orał TG50S,1'(l 516; !G W, 'l'G 538. !G 558 

1.Uklad vprowadzeń tranzystora - wg rss. Z1-1. 

E 

37m;n IU15-16 .rk.P'- Z1-11 

Rys. Z1-1 

Baza tr8JlZystora pol~zons. ~est bezpośrednio • obudow". 

B - baza 
C _ kolektor 
,E _ emiter 

ark. 03 

wartości !!p6lczynn1 ka wzmocnienia pradąwego h21Eod pra4u stalego ko~ek-2. Zaletność statycznej 
lc - wg rss. Z1-2. tora -.,...- . 

hrJi.I,J 
hz,,(Jc -70mA) , ~ 

Rys. Z1-2 

re (mA) 
"'tI-ii ark.6i-zł-11 

Pomiar wykonany metodą impulsową - UCE • 6 V 

3. Napiecie, "OWIJania kolektor-emiter U . - średnia . wartość Q,15 V przy J= 100 lIlA i lB = 5 lIlA. 
CEsaL C 

, Załącznik 2 
do BN-72/3375-16 ark. 03 

DgPUSZCZALn@ WARTOŚCI PARAMETRÓW TRANZYSTORÓW TIPO 
TG 50. TG 51. TG 52. TG 53. TG 55 oraz TG50S. TG 51S. TG 528. TG 538. TG 556 

Wartości dopuszczalne 
Lp. Nazwa parallletru Oznaczenie Jed-

nostka TG 50 TG 51 TG 52 TG 53 TG 55 
TG 50s TG 515 TG 525 TG 535 TG 555 

1 Napięcie stałe między kolektorellI a bazą UCB 111&% V 30 60 30 15 30 

2 Napięcie .tałe między kolekt orelll a e lIIi te rem U CE lIIax V 30 60 30 15 30 

3 Napięcie stałe między emiterem a bazl\' U EB lIIax V 10 

4 Prąd stały kolektora I C I118X mA 150 

5 Prl\d szczytowy kolektora (t = 10 p.s) ICM max mA 300 

6 Moc tracona w kolektorze Pc I118X 
mW zgodnie z wykresami na rys. Z2-1+3 

7 Temperatura złącza t i max 
Oc 75 

8 Telllperatura przechowywania t sIg 
Oc od -55 do +70 



BI-72/3J7~16 ark. 03 

Moc tracona w ko~ektorze p Cmu 11' funkc;ji tempa .. 
ratur;y otoczenia t amb dla tranzysto'r6w typu TG 50, 
TG 51, TG 52, TG 53, TG 55 - wg ry/il. Z2-1. 

PI: max'--' 
(mW) 6001--+ 
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Rys. Z2-1 

Moc tracona w kolektorze P cmax w funkcji tem
peratury otoczenia tam b dla tranzystor6w typu 
TG 50S, TG 51S, TG 52S, TG 53S, TG 558 wg 
rys. Z2-2. 
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Rys. Z2-2 

Moo traoo.ll8. 11' kolektorze P 11' funkc;li .Il8.pit. . Cma;x: . 
cia stalego międsy kolektorem a emiterem U _ 

. Z2-2.. CE wg ~8. · -' 

Pc max 
(mW) 

TG 53, TG 535 

5Or-~~~r-~--~--~---+--~ 
TG5O, TG505 

1G 52,TG 525 
TG55 TG 555 
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lu'F" prli 01-Z2-31 
Rys. Z2-3 

Napięcie stale między kolektorem a em!terem 
UcEmu w funkcji opornośoi obwodu między baz, a 

emiterem R
BE 

- wg rys. Z2-4. 
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Za1~znlk 3 
do BN-?2I ?5-16 ark. 03 

PARAMETRY ELEKTRyCZNE TRANZYSTORĆW TYPU 

TG 50. TG 51. TG 52. TG 53. TG 55 oraz TG 50S. TG 518. TG 528. TG 538. TG 558 

Symbol Typ 
Wartości graniczne Metoda Jedno- Warunki Lp, Nazwa parametru Oznaczenie badania tranzystora stka IIi n pomiaru pomiaru mu; wg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TG 50, TG 50s 
Ta 51, TG 51S ~N-70/ 

1 Prąd zerowy kolektora I
CRO 

I TG 52, TG 52S )LA - 20 UCH = 12 V :1375-08 
TG 53, TG 53S ark. 06 
TG 55, TG 555 

Ta 50, TG 50s 30 
Napięcie przebicia TG 51, TG 51S 60 Błf-70/ 

2 U II TG 52, TG 52S V 30 - leBo= 100 !L A 3375-08 kolektor-baza (BR)CflO TG 53, TG 53S 15 ark. 03 
TG 55, TG 55S 30 

TG 50, TG 50S 30 
Napięcie przebicia TG 51, TG 51S 60 BN-70/ 

3 kolektor-elli ter U (Hfll cEs I TG 52, TG 525 V 30 - I n :s = 100 !LA 3375-08 
TG 53, Ta 53S 15 ark. 05 
TG 55, Ta 55S 30 

TG 50, Ta 50s 
Napięcie przebicia TG 51, TG 51S BN-70/ 

4 emi ter-baza U (BR) EBO 
II Ta 52, TG 52S V 10 - I EB O = 100 !LA 3375-08 

TG 53, TG 53S ark. 04 
TG 55, TG 55S 

TG 50, Ta 50S 
U

CE 
= 6 V TG 53, TG 53S - 30 120 

TG 55, TG 555 I c = 10 mA BN-69/ 
Statyczna wartość . 3375-08 

5 wsp6lczynnika wzmoc- UCE = 1 V ark. 01 
nienia pr"dowego h

21E 
I TG 50, TG 50s - 20 -

1 = 25 mA c 

TG 51, Ta 51S - 15 120 UCE = O,? VJ 
Ta 52, Ta 525 I c = 250 mA 

. 'I21E (250)-
Stosunek statycznej 

h
21E

(25O) UCE = 0,7 VI 
Błf-69/ 

6 wartości wsp6lczYD- I TG 55, TG 555 Lc = 250 lIlA 
nika wzmocnienia - 0,5 - h 21E = (10) - 3375-08 
pr"dowego 1!21E (10) UCE = O,? V ark. 01 

I c = 10 mA 

(h21E= 35) 1,3 UCE = 6 V 

"21E(1) ~x TG 50, 2xTa55S Ic" 10 mA BI-69/ 
7 Dobieranie paralli I 2XTG 53, 2XM53I: - 3375-08 

"21E(2 ) ~XTG 55, 2x~ (h21E= <5) 1,3 UCg '= 1 V ark. 01 
Ic. 100 mA 

TG 50, TG 50S 
Częstotliwość l T 

Ta 51, Ta 515 Błf-70/ 
8 

graniczna II TG 52, Ta 525 MHs 0,5 - UJE = 6 V 3375-09 
TG 53, TG 53S c = 10 mA ark. 07 
Ta 55, Ta 555 lp = 0,21111 

Iła tyczenie odbioro6w tranzystory mog" być znakowane wg zakres6w wartości h
21E 

Zakl''' wll1'tośoi h21E Oznaczenie zakresu na o.lonce 

15-30 I 
20-50 II 
40-90 III 
·70-120 IV 

Tranaystory TG 50, Ta 53, TG 55 oraz TG 50s, TG 535, TG 555 znakowane S" kodem wg wartośoi h21E mierzonej przy 
UCE= 6 V i 1 = 10 al. 

Tranaystory TG 51, TG 52 oraz 'rG 51S, TO 525 znakowane ., kode. wg wartości h21Elliel'zonej prz, UCE " 0,7 V 
le= 250 lIlA. 



za1~znik 4 
do BN-721 75-16 ark. 03 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE TRANZYSTORÓW TYPU 

TG 50. TG 51. TG 52. TG 53. TG 55 oraz TG 508. TG 51S. TG 528. 

Badanie wg Typ 
B!f-69/3375-06 tranzystora 

1 2 

5.5.4. O~or
ność na z111U10 

5.5.5. Odpor
ność na gor",o 

5.5.6. Wytl'zy
_lość na na
gle zaiaJą 
teaperatury 
5.5.7. Vytrzy
aa10ść na udAr, 
5.5.8. Wy trzy
_10ść Da vi
bracjt 
5.5.9. Wy trzy
aalość Da dlu
gotl'wal, wilgoć 
5.5.12. LutoIIość 

5.5.10. Odpor
ność na niskie 
ciśnienie 

TG 50, TG 50s 
TG 51, TG 515 
TG 52, TG 525 
TG 53, TG 535 
TG 55, TG 555 

TG 50, TG 50s 
TG 51, TG 515 
TG 52, TG 525 
TG 53, TG 535 
TG 55. TG 555 

TG 50, TG 50s 
TG 51, TG 515 
TG 52, TG 525 
TG 53. TG 535 
TG 55, TG 555 

TG 50s 
'fG 515 
TG 525 
TG 535 
TS 555 

TG 538. TG 555 mierzone w badeniach pelHlch 

Parametry elektryczne mierzona 

w czasie badania 

Wartości graniczne 
Badacy 

Warunki pomiaru Metoda 
paruetr jedno- min lIalt pomiaru 

stU 

3 4 5 6 7 8 

15 Uc ,;;= 6 V; l c = 10 mA 
7,5 ąE = 0,7 VJIc :ł 250 mA 

h21E 
7,5 120 ~E = 0,7 VI f c = 250 mA BN-69/ - 15 CE= 6 V; l c = 10 mA 3375-08 
15 uc ,;; = 6 V; Jc = 10 mA ark. 01 

B!f-701 
IC HO !LA - 700 UCB = 12 V 3375-08 

ark. 06 

wg zalącznika 3, poz. 2 

po badaniu 

Wartości 
~adany graniczne, 
parametr warunki ima-

tocl;r pomiarU' 

9 10 

ICBO wg zalącz-
nika 3 

h 
21E 

poz.1 _-lc BO 
poz.5 - "21E 

I--------~~-------+------+---------------------------------~------------~ 
5.5.15. O~or
ność na dlu
gotrwale suche 
cieplo 

5.5.16. O~Ol'
ność na dlugo
trwale c'1wle 
obcillotenie 
elektryczna 

TG SOS 
TG 515 
TG 525 
Ta 535 
TG 555 

TG 50, TG 50s 
TG 51, TG 515 
TG 52, TG 525 
TG 53, TG 535. 
TG 55, TG 555 

ICBO - wg zalEW:znika 3, poz. 1 

h - wartość h E nie powinna zmienić się w sto- jak i b da_I 
21E sunltu do wU~ości pocz,tkowej (zmierzonej wg w czas e a ..... a 

zal",znilta 3. poz. 5) vi'lcej niż o 5~ 


